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(54) Elektronische Schutzschaltung 



(57) Es wird eine elektronische Schutzschaltung 
(10) fur ein mehrere elektrische und/oder elektronische 
Komponenten umfassendes, bei unterschiedlichen 
Gleichspannungsniveaus betriebenes Netz (12) be- 
schrieben, wobei wenigstens einem Netzabschnitt (14) 
relativ geringeren Spannungsniveaus ein Mosfet- 
Schutzschalter (32) zugeordnet ist, der einem Span- 
nungsversorgungseingang (34) des betreffenden Netz- 
abschnitts (14) nachgeschaltet ist und einen im umge- 



kehrten Betriebsmodus arbeitenden Mosfet (36) mit in- 
terner Inversdiode (38) umfasst, der bei Auftreten einer 
Uberspannung in einem darauf folgenden Teil des be- 
treffenden Netzabschnitts (14) beispielsweise aufgrund 
eines Kurzschlusses mit einem Netzabschnitt (24) rela- 
tiv hoheren Spannungsniveaus automatisch abschalt- 
bar ist, urn den Spannungsversorgungseingang des 
Netzabschnitts (14) relativ geringeren Spannungsni- 
veaus gegen die Uberspannung zu schutzen. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektronische 
Schutzschaltung fur ein mehrere elektrische und/oder 
elektronische Komponenten umfassendes, bei unter- 
schiedlichen Gleichspannungsniveaus betriebenes 
Netz. 

[0002] Die Einfuhrung eines neuen 42 V-Standards 
fur Fahrzeug-Bordnetze bringt fur die Bordnetz-Schutz- 
systeme eine Reihe neuer Probleme mit sich. Da das 
42 V-Bordnetz die etablierte 1 4 V-Technologie nicht so- 
fort durchgehend ersetzen kann, ist in einer Ubergangs- 
phase mit einem Zweispannungs-Bordnetz zu rechnen. 
Insbesondere fur diese Phase, aber auch fur andere Si- 
tuationen, in denen Kurzschlusse zwischen verschiede- 
nen Spannungsniveaus auftreten konnen, besteht da- 
her ein Bedarf fur entsprechende Schutzmittel. 
[0003] Der Einsatz von Mosfet-Schaltern auf der Sei- 
te hoheren Potentials zur Steuerung oder Regelung von 
Lasten und Aktuatoren in Fahrzeugsystemen hat sich in 
vieierlei Hinsicht bewahrt. Tritt nun aber beispielsweise 
ein Kurzschluss zwischen einer bei 42 V betriebenen 
Last und einer bei 14 V betriebenen Last auf, so kann 
sich dieser Fehler uber die interne Inversdiode des je- 
weiligen, auf der Seite hoheren Potentials vorgesehe- 
nen Mosfet-Lastschalters durch das ganze 14 V-Netz 
ausbreiten, wodurch eine groBere Anzahl von elektri- 
schen bzw. elektronischen Komponenten gefahrdet ist. 
Wahrend die durch ihre auf der Seite hoheren Potentials 
vorgesehenen Lastschalterabgeschirmten 14 V-Lasten 
und -Aktuatoren durch ein Abschalten.dieser Lastschal- 
ter nach einer jeweils festgesteliten Uberspannung ge- 
schutzt werden konnen, bleibt der Eingang des betref- 
fenden Lastregiers oder Steuergerats ungeschutzt. Hin- 
zu kommt dass die bisher verwendeten Sen utzein rich - 
tungen wie insbesondere Schmelzsicherungen, Strom- 
kreisunterbrecheroder Dioden bestimmte Nachteile mit 
sich bringen. So fuhren einige davon zu einer einmali- 
gen Auslosung, wahrend andere durch die in Fahrzeug- 
Versorgungsnetzen unvermeidlichen Uberspannungs- 
ausgleichsvorgange, zum Beispiel im Fall des Schal- 
tens einer induktiven Last, unbeabsichtigt aktiviert wer- 
den konnen. 

[0004] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, 
eine verbesserte elektronische Schutzschaltung der 
eingangs genannten Art zu schaffen, bei der die zuvor 
genannten.imZusammenhangmitMehrspannungsnet- 
zen auftretenden Probleme zumindest reduziert sind. 
Dabel soil unter anderem ein verbesserter Schutz ge- 
gen Kurzschlusse und insbesondere gegen solche 
Kurzschlusse sichergestellt sein, die zwischen bei un- 
terschiedlichen Spannungsniveaus arbeitenden elektri- 
schen und/oder elektronischen Komponenten auftreten 
konnen. 

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB gelost 
durch eine elektronische Schutzschaltung fur ein meh- 
rere elektrische und/oder elektronische Komponenten 
umfassendes, bei unterschiedltchen Gleichspannungs- 



niveaus betriebenes Netz, wobei wenigstens einem 
Netzabschnitt relativ geringeren Spannungsniveaus ein 
Mosfet-Schutzschalterzugeordnet ist, der einem Span- 
nungsversorgungseingang des betreffenden Netzab- 

5 schnitts nachgeschaltet ist und einen im umgekehrten 
Betriebsmodus arbeitenden Mosfet mit interner Invers- 
diode umfasst, der bei Auftreten einer Uberspannung in 
einem darauf folgenden Teil des betreffenden Netzab- 
schnitts beispielsweise aufgrund eines Kurzschlusses 

10 mit einem Netzabschnitt relativ hoheren Spannungsni- 
veaus automatisch abschaltbar ist, urn den Spannungs- 
versorgungseingang des Netzabschnitts relativ gerin- 
geren Spannungsniveaus gegen die Uberspannung zu 
schutzen. 

15 [0006] Die elektronische Schutzschaltung ist also vor- 
zugsweiseso ausgelegt, dass bei abgeschaltetem Mos- 
fet uber den Spannungsversorgungseingang und die in- 
terne Inversdiode des Mosfets zwar weiterhin eine 
Spannungsversorgung des betreffenden Netzab- 

20 schnitts relativ geringeren Spannungsniveaus moglich 
ist, durch dieselbe Inversdiode der Spannungsversor- 
gungseingang jedoch gegen eine jeweilige Uberspan- 
nung geschutzt ist. 

[0007] Nachdem also nach einer jeweiligen Abschal- 

25 tung des Mosfets durch dessen interne Inversdiode der 
Spannungsversorgungseingang des betreffenden 
Netzabschnitts relativ geringeren Spannungsniveaus 
gegen eine jeweilige Uberspannung geschutzt ist, ist 
auch ausgeschlossen, dass mit diesem Spannungsver- 

30 sorgungseingang eventuell noch verbundene weitere 
elektrische und/oder elektronische Komponenten durch 
die Uberspannung gefahrdet werden, Es wird uber den 
durch die Verwendung herkommlicher Sicherungsele- 
mente wie beispielsweise Schmelzsicherungen oder 

35 Stromkreisunterbrecher ermoglichten Schutz hinaus 
ein zusatzlicher Schutz fur die betreffenden elektrischen 
bzw. elektronischen Komponenten des jeweiligen Mehr- 
spannungssy stems erreicht. Dabei kann es sich bei 
dem betreffenden Mehrspannungssystem allgemein 

40 um ein Spannungsversorgungs- und/oder Kommunika- 
tions- bzw. Signalverteilungssystem handeln. Mit der er- 
findungsgemaBen elektronischen Schutzschaltung wird 
somit nicht nur eine bei den bisherigen Sicherungssy- 
stemen vorhandene Lucke geschlossen, es wird auch 

45 eine Reihe von Nachteilen der bisher verwendeten Si- 
cherungselemente, wie zum Beispiel Schmelzsicherun- 
gen, Stromkreisunterbrecher oder Dioden, vermieden. 
Die betreffende Mosfet-Schutzschaltung kann insbe- 
sondere als zusatzliches Schutzelement in einem jewei- 

50 ijgen Mehrspannungsnetz eingesetzt werden. 

[0008] Als Mosfet ist vorzugsweise ein n-Kanal-Mos- 
fet vorgesehen. Es kann sich insbesondere um einen 
selbstsperrenden Mosfet handeln. 
[0009] Der Mosfet des erfindungsgemaBen Mosfet- 

55 Schutzschaltung ist vorteilhafterweise uber einen Uber- 
spannungssensor abschaltbar. 

[0010] Bei einer zweckmaBigen praktischen Ausfuh- 
rungsform der erfindungsgemaBen elektronischen 
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Schutzschaltung ist der Mosfet uber einen Treiber so 
ansteuerbar, dass er bei fehlender Uberspannung ein- 
geschaltet ist. Vorzugsweise ist der Treiber uber den 
Uberspannungssensorso ansteuerbar, dass der Mosfet 
bei Auftreten einer jeweiligen Uberspannung abge- 
schaltet wird. 

[0011] Bei einer bevorzugten praktischen Ausfuh- 
rungsform der erfindungsgemaBen elektronischen 
Schutzschaltung ist der Treiber durch eine von einem 
Netzabschnitt relativ hoheren Spannungsniveaus abge- 
leitete Spannung gespeist. Dabei kann der Treiber bei- 
spielsweise durch eine an einem Spannungsversor- 
gungseingang eines Netzabschnitts relativ hoheren 
Spannungsniveaus anliegende Spannung gespeist 
sein. 

[0012] Von Vorteil ist insbesondere auch, wenn dem 
Netzabschnitt relativ geringeren Spannungsniveaus ein 
Uberspannungsableiter zugeordnet ist. Ein solcher 
Uberspannungsableiter ist zweckmaBigerweise dem 
Mosfet-Schutzschalter nachgeschaltet. 
[0013] Der Mosfet-Schutzschalter ist vorzugsweise 
im Bereich des Spannungsversorgungseingangs des 
Netzabschnitts relativ geringeren Spannungsniveaus 
angeordnet. Damit ist der Spannungsversorgungsein- 
gang praktisch gegen samtliche im betreffenden Netz- 
abschnitt relativ geringeren Spannungsniveaus auftre- 
tende Uberspannungen bzw. Kurzschlusse geschutzt. 
[0014] Bei einer zweckmaBigen praktischen Ausfiih- 
rungsform der erfindungsgemaBen elektronischen 
Schutzschaltung ist der Mosfet-Schutzschalter zwi- 
schen den Spannungsversorgungseingang und eine in- 
terne Spannungsversorgungsschiene des Netzab- 
schnitts relativ geringeren Spannungsniveaus geschal- 
tet. Damit ist der Spannungsversorgungseingang ge- 
gen samtliche im Bereich der an die interne Spannungs- 
versorgungsschiene angeschlossenen elektrischen 
bzw. elektronischen Komponenten auftretende Uber- 
spannungen geschutzt. 

[0015] Der Uberspannungsableiter kann insbesonde- 
re an die interne Spannungsversorgungsschiene ange- 
schlossen sein. Sobald im Bereich eines der an diese 
Spannungsversorgungsschiene angeschlossenen 
elektrischen bzw. elektronischen Komponenten eine 
Uberspannung auftritt, wird diese also durch den Uber- 
spannungsableiter entsprechend reduziert. Ein solcher 
Uberspannungsableiter ist allerdings nicht zwingend. 
[0016] Bei einer zweckmaBigen praktischen Ausfuh- 
rungsform wird uber den Netzabschnitt relativ geringe- 
ren Spannungsniveaus wenigstens eine Last mit elek- 
trischer Energie versorgt. Dabei kann zwischen den 
Mosfet-Schutzschalter und eine jeweilige, dem Netzab- 
schnitt relativ geringeren Spannungsniveaus zugeord- 
nete Last wenigstens ein Lastschalter geschaltet sein. 
Als Lastschalter kann insbesondere wieder ein Mosfet 
mit internerlnversdiodevorgesehen sein. In diesem Fall 
arbeitet der Mosfet jedoch im normalen Betriebsmodus. 
Der Lastschalter kann insbesondere uber einen Last- 
regler, ein Steuergerat und/oder dergleichen ansteuer- 



bar sein. 

[0017] Auch uber den Netzabschnitt relativ hoheren 
Spannungsniveaus kann wieder wenigstens eine Last 
mit elektrischer Energie versorgt werden. Auch in die- 

5 sem Fall kann einer jeweiligen, dem Netzabschnitt rela- 
tiv hoheren Spannungsniveaus zugeordneten Last wie- 
der wenigstens ein Lastschalter vorgeschaltet sein. Der 
Lastschalter kann beispielsweise wieder ein Mosfet mit 
interner Inversdiode umfassen. Der Mosfet arbeitet 

io auch hier wieder im normalen Betriebsmodus. Der Last- 
schalter kann insbesondere wieder uber einen Lastreg- 
ler, ein Steuergerat und/oder dergleichen ansteuerbar 
sein. 

[0018] Dermitdem Mosfet-Schutzschalterversehene 

15 Netzabschnitt relativ geringeren Spannungsniveaus 
und der jeweilige Netzabschnitt relativ hoheren Span- 
nungsniveaus kann beispielsweise auch Teil eines 
ubergeordneten Lastreglers, Steuergerats und/oder 
dergleichen sein. 

20 [0019] Bei einer bevorzugten praktischen Ausfuh- 
rungsform ist das bei unterschiedlichen Gleichspan- 
nungsniveaus betriebene Netz durch ein Mehrspan- 
nungs-Bordnetz und insbesondere durch ein Zweispan- 
nungs-Bordnetz eines Fahrzeugs, insbesondere Kraft- 

25 fahrzeugs gebildet. Dabei kann das bei unterschiedli- 
chen Gleichspannungsniveaus betriebene Netz bei- 
spielsweise durch ein 1 4 V/42 V-Bordnetz gebildet sein. 
[0020] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines 
Ausfuhrungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeich- 

30 nung naher erlautert; in dieser zeigen: 



Figur 1 ein Prinzipschaltbild einer beispielhaften 
Ausfuhrungsform einer elektronischen 
Schutzschaltung fur ein Zweispannungs- 
Bordnetz eines Kraftfahrzeugs und *«■ 



35 



40 



Figur 2 eine vergroBerte, detailliertere Darstellung 
des Mosfet-Schutzschalters der in der Figur 
1 gezeigten Schutzschaltung. 



[0021] Die Figuren 1 und 2 zeigen in rein schemati- 
scher Darstellung eine elektronische Schutzschaltung 
10 fur ein bei unterschiedlichen Gleichspannungsni- 
veaus betriebenes Netz, hier beispielsweise ein Zwei- 

45 spannungs-Bordnetz 12 eines Fahrzeugs, insbesonde- 
re Kraftfahrzeugs. Bei dem Zweispannungs-Bordnetz 
12 kann es sich beispielsweise urn ein 14 V/42 V-Bord- 
netz handeln. Ein solches Bordnetz umfasst in der Re- 
gel mehrere elektrische und/oder elektronische Kompo- 

50 nenten. 

[0022] Uber einen Netzabschnitt 14 relativ geringeren 
Spannungsniveaus, der im vorliegenden Fall uber einen 
herkommlichen Sicherungskasten 16 z.B. an eine 14 
V-Batterie 18 angeschlossen ist, wird eine Last 20 mit 
55 elektrischer Energie versorgt. 

[0023] Eine weitere Last 22 wird uber einen Netzab- 
schnitt 24 relativ hoheren Spannungsniveaus mit Ener- 
gie versorgt, der uber einen herkommlichen Siche- 
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rungskasten 26 hier beispielsweise an eine 42 V-Batte- 
rie 28 angeschlossen 1st. 

[0024] Der Netzabschnitt 1 4 relativ geringeren Span- 
nungsniveaus und der Netzabschnitt 24 relativ hoheren 
Spannungsniveaus konnen beispielsweise Teil eines 
ubergeordneten Lastreglers 30, Steuergerats und/oder 
dergleichen sein. 

[0025] Dem Netzabschnitt 14 relativ geringeren 
Spannungsniveaus istein Mosfet-Schutzschalter32 zu- 
geordnet, der als zusatzliches Schutzelement bzw. zu- 
satziiche Schutzeinheit in dem Zweispannungs-Bord- 
netz 12 eingesetzt und in dieses beispielsweise auch 
nachtraglich noch eingebaut werden kann. Wie anhand 
der Figur 1 zu erkennen ist, ist der dem Netzabschnitt 
14 relativ geringeren Spannungsniveaus zugeordnete 
Mosfet-Schutzsch after 32 einem Spannungsversor- 
gungseingang 34 des Netzabschnitts 14 nachgeschal- 
tet. 

[0026] GemaB Figur 2 fasst der Mosfet-Schutzsch al- 
ter 32 einen im umgekehrten Betriebsmodes arbeiten- 
den Mosfet 36 mit interner Inversdiode 38. Bei dem 
Mosfet 38 (metal oxide semiconductor fet; fet = Feldef- 
fekttransistor) kann es sich insbesondere urn einen n- 
Kanal-Mosfet handeln. Dieser n-Kanal -Mosfet 38 ist 
vorzugsweise selbstsperrend. 

[0027] Wie insbesondere anhand der Figur 2 zu er- 
kennen ist, ist der Source-Anschluss S des Mosfets 38 
mit dem Spannungsversorgungseingang 34 des Netz- 
abschnitts 14 relativ geringeren Spannungsniveaus ver- 
bunden. Am Source-Anschluss S liegt also normaler- 
weise ein hoheres Spannungspotential an als am Drain- 
Anschluss D, was sich daraus ergibt, dass dieser Mosfet 
36, wie bereits erwahnt, im umgekehrten Betriebsmo- 
dus arbeitet. 

[0028] Im vorliegenden Fall ist der Mosfet-Schutz- 
schalter 32 zwischen den Spannungsversorgungsein- 
gang 34 und eine interne Spannungsversorgungsschie- 
ne 40 des Netzabschnitts 14 relativ geringeren Span- 
nungsniveaus geschaltet. Der Drain-Anschluss D des 
Mosfets 36 ist hier also mit dieser internen Spannungs- 
versorgungsschiene 40 verbunden. 
[0029] Zwischen den Mosfet-Schutzschalter 32 und 
die dem Netzabschnitt 14 relativ geringeren Span- 
nungsniveaus zugeordnete Last 20 ist ein Lastschalter 
42 geschaltet, der beispielsweise uber einen Lastregler 
44, ein Steuergerat und/oder dergleichen ansteuerbar 
ist. Mit der Spannungsversorgungsschiene 40 konnen 
weitere auf der Seite hoheren Potentials liegende Last- 
schalter verbunden sein. 

[0030] Der uber den Netzabschnitt 24 relativ hoheren 
Spannungsniveaus mit einer entsprechend hoheren 
elektrischen Energie versorgten Last 22 ist ein Last- 
schalter 46 vorgeschaltet. Auch dieser dem Netzab- 
schnitt 24 relativ hoheren Spannungsniveaus zugeord- 
nete Lastschalter 46 kann beispielsweise wieder uber 
einen Lastregler 48, ein Steuergerat und/oder derglei- 
chen ansteuerbar sein. 

[0031 ] Wahrend der Lastschalter 42 zwischen die in- 



terne Spannungsversorgungsschiene 40 und den Aus- 
gang 50 des Netzabschnitts 14 relativ geringeren Span- 
nungsniveaus geschaltet ist, ist der Lastschalter 46 di- 
rekt mit dem Spannungsversorgungseingang 52 des 

5 Netzabschnitts 24 relativ hoheren Spannungsniveaus 
verbunden. Dabei ist dieser Lastschalter 46 zwischen 
diesen Spannungsversorgungseingang 52 und den 
Ausgang 54 des Netzabschnitts 24 relativ hoheren 
Spannungsniveaus geschaltet, an die Last 22 ange- 

10 schlossen ist. 

[0032] Die Batterie 1 4 relativ geringer Spannung, hier 
z.B. eine 1 4 V-Batterie, ist uber eine Eingangsleitung56 
mit dem Spannungsversorgungseingang 14 des Netz- 
abschnitts 14 relativ niedrigeren Spannungsniveaus 

15 und die Batterie 28 relativ hoherer Spannung, hier z.B. 
eine 42 V-Batterie, uber eine Eingangsleitung 58 mit 
dem Spannungsversorgungseingang 52 des Netzab- 
schnitts 24 relativ hoheren Spannungsniveaus verbun- 
den. 

20 [0033] Der im umgekehrten Betriebsmodus arbeiten- 
de Mosfet 36 mit interner Inversdiode 38 ist bei Auftreten 
einer Uberspannung im anschlieBenden Teil des Netz- 
abschnitts 14 relativ geringeren Spannungsniveaus bei- 
spielsweise aufgrund eines Kurzschlusses mit einem 

25 Netzabschnitt 24 relativ hoheren Spannungsniveaus 
automatisch abschaltbar, urn den Spannungsversor- 
gungseingang 34 des Netzabschnitts 14 bzw. Lastreg- 
lers 30 oder Steuergerats gegen die Oberspannung zu 
schutzen. Dabei wird der Spannungsversorgungsein- 

30 gang 34 nach Abschalten des Mosfets 36 durch dessen 
in Sperrrichtung wirkende Inversdiode 38 gegen die je- 
weilige Uberspannung geschutzt. Auch bei abgeschal- 
tetem Mosfet 36 ist uber den Spannungsversorgungs- 
eingang 34 und die interne Inversdiode 38 des Mosfets 

35 36 noch eine Spannungsversorgung des Netzab- 
schnitts 14 relativ geringeren Spannungsniveaus mdg- 
lich. 

[0034] Der Mosfet 36 kann beispielsweise uber einen 
Uberspannungssensor 58 (vgl. Figur 2) abgeschaltet 

40 werden. Im vorliegenden Fall wird uber den Uberspan- 
nungssensor 58 ein den Gate-Anschluss G des Mosfets 
36 beaufschlagender Treiber 60 so angesteuert, dass 
der Mosfet 36 bei Auftreten einer jeweiligen Uberspan- 
nung abgeschaltet wird. 

45 [0035] Uber den Treiber 60 ist der Mosfet 36 norma- 
ierweise, das heiBt bei fehlender Uberspannung so an- 
steuerbar, dass er eingeschaltet ist, das heiBt dessen 
Source-Drain-Strecke leitet. Die interne Inversdiode 38 
wird im Normalfall also entsprechend iiberbruckt, wo- 

50 durch die im Normalbetrieb auftretenden Verluste ent- 
sprechend reduziert werden. 

[0036] Der Treiber 60 kann beispielsweise durch eine 
von dem Netzabschnitt 24 relativ hoheren Spannungs- 
niveaus abgeleitete Spannung gespeist werden. Im vor- 
55 liegenden Fall ist der Treiber 60 durch die am Span- 
nungsversorgungseingang 52 des Netzabschnitts 24 
relativ hoheren Spannungsniveaus bzw. am betreffen- 
den Eingang 52 des Lastreglers 30, Steuergerats und/ 
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Oder dergteichen anliegende Spannung gespeist. 
[0037] Wie anhand der Figur 2 zu erkennen ist, kann 
derTreiber 60 beispielsweise durch eine einfache Tran- 
sistorschaltung, hier beispielsweise eine Emitterschal- 
tung, gebildetsein. Imvorfiegenden Fall ist der Kollektor 5 
des betreffenden Transistors 62 ubereinen Widerstand 
64 mit dem Spannungsversorgungseingang 52 des 
Lastreglers 30 oder Steuergerats und ubereinen Wider- 
stand 66 mit dem Gate-Anschluss G des Mosfets 36 ver- 
bunden. 10 
[0038] Der Uberspannungssensor 58 kann beispiels- 
weise eine mit ihrer Anode an die Spannungsversor- 
gungsschiene 40 angeschlossene Zenerdiode 68 um- 
fassen, die mit ihrer Anode uber einen Widerstand 70 
mit der Basis des Transistors 62 verbunden ist, an die 15 
iiberdies ein Widerstand 72 angeschlossen ist, der mit 
seinem anderen Ende ebenso wie der Emitter des Tran- 
sistors 62 auf Masse liegt. 

[0039] Wie anhand der Figur 1 zu erkennen ist, kann 
dem Netzabschnitt 14 relativ geringeren Spannungsni- 20 
veaus ein Uberspannungsableiter 74 zugeordnet sein. 
Ein solcher Uberspannungsableiter ist jedoch nicht 
zwingend. 

[0040] Der Uberspannungsableiter 74 ist im vorlie- 
genden Fall z.B. wieder an die interne Spannungsver- 25 
sorgungsschiene 40 angeschlossen und damit dem 
Mosfet-Schutzschalter 32 nachgeschaltet. 
[0041] Auch die Lastschatter 42, 46 konnen jeweils 
wieder einen Mosfet 76 bzw. 78 mit interner Inversdiode 
umfassen. Die Mosfets 76, 78 arbeiten hier jedoch im 30 
normalen Betriebsmodus, was bedeutet, dass am 
Drain-Anschluss normalerweise ein hoheres Span- 
nungspotential anliegt als am Source-Anschluss. 
[0042] Der Mosfet-Schutzschalter 32 kann also bei- 
spielsweise einen Mosfet 36 mit interner Inversdiode 38, 35 
einen Uberspannungssensor 58 sowie einen Treiber60 
umfassen und beispielsweise als integriertes Schutze- 
lement vorgesehen sein. 

[0043] Dieser als Schutzelement dienende Mosfet- 
Schutzschalter 30 nutzt zum Schutz des Spannungs- *o 
versorgungseingangs34 den im umgekehrten Betriebs- 
modus arbeitenden Mosfet 36 mit interner Inversdiode 
38, der mit seiner Drain -Sou rce-Strecke entsprechend 
in umgekehrter Richtung zwischen den zu schutzenden 
Versorgungsspannungseingang 34 bzw. die zu schut- 45 
zende Eingangsleitung 56 relativ geringeren Span- 
nungsniveaus des Lastreglers oder Steuergerats 30 
und dessen interne, z.B. eine gemeinsame relativ ge- 
ringere Spannung fur mehrere elektrische bzw. elektro- 
nische Komponenten liefernde Spannungsversor- so 
gungsschiene 40 geschaltet ist. 
[0044] Mit diesem Mosfet-Schutzschalter 32 ist dafur 
gesorgt, dass sich eine jeweilige Uberspannung nicht 
uber den Versorgungsspannungseingang 34 nach au- 
Ben ausbreiten kann. Uber den in Abhangigkeit von ei- 55 
ner auftretenden Uberspannung entsprechend ansteu- 
erbaren Treiber 60 wird der normalerweise eingeschal- 
tete Mosfet 36 abgeschaltet, woraufhin der Versor- 



gungsspannungseingang 34 durch die interne Invers- 
diode 38 gegen eine jeweilige Uberspannung geschutzt 
ist. Im normalen Betrieb, das heiBt bei fehlender Uber- 
spannung, wird die interne Inversdiode 38 durch die 
durchgeschaltete Source-Drain-Strecke uberbruckt, so 
dass Leistungsverluste, die auch eine leitende Invers- 
diode 38 noch mit sich bringen wurde, entsprechend 
vermieden werden. 

[0045] Im Fall eines externen Kurzschlusses, bei- 
spielsweise zwischen der ein relativ hoheres Span- 
nungsniveau aufweisenden Eingangsleitung 58 und ei- 
nem der ein relativ niedrigeres Spannungsniveau auf- 
weisenden Ausgange 50 oder einem Verlust der Masse 
der Batterie 28 relativ hoherer Spannung wird eine re- 
lativ hohere Spannung zwar noch uber die Inversdiode 
des Lastschalters 42 nach vorne zur internen Span- 
nun gsversorgungsschiene 40 weitergeleitet, sofern die- 
se nicht durch den Ausgang 50 unterdruckt wird. Durch 
den Mosfet-Schutzschalter 32 wird jedoch der Span- 
nungsversorgungseingang 34 bzw. die Eingangsleitung 
56 gegenuber einer jeweiligen Uberspannung ge- 
schutzt. 

[0046] Dabei wird eine jeweilige Uberspannung z.B. 
an der Spannungsversorgungsschiene 40 durch den 
Uberspannungssensor 58 erfasst. Daraufhin wird der 
Treiber 60 so angesteuert, dass der normalerweise ein- 
geschaltete Mosfet 36 mit interner Inversdiode 38 ab- 
geschaltet wird. Bei abgeschaltetem Mosfet 36, das 
heiBt bei einem hochohmigen Zustand der betreffenden 
Source-Drain-Strecke, bleibt die interne Inversdiode 38 
in Sperrrichtung gepolt, wodurch ein Weiterleiten der 
Uberspannung uber den Spannungsversorgungsein- 
gang 34 des Lastreglers 30 bzw. Steuergerats nach au- 
Ben verhindert wird. Selbst nach einer Abschaltung des 
Mosfets 36 ist nach wie vor eine Spannungsversorgung 
der Spannungsversorgungsschiene 40 uber den Span- 
nungsversorgungseingang 34 und die interne Invers- 
diode 38 moglich. Die innerhalb des Lastreglers 30 bzw. 
Steuergerats vorhandene relativ hohere Spannung bei- 
spielsweise aus dem Netzabschnitt 24 relativ hoheren 
Spannungsniveaus kann zur Ansteuerung des Mosfets 
36 uber den Treiber 60 genutzt werden. 
[0047] Zur Unterdruckung einer jeweiligen Uberspan- 
nung z.B. an der ein relativ geringeres Spannungspo- 
tential aufweisenden internen Spannungsversorgungs- 
schiene 40 kann wahlweise ein Uberspannungsableiter 
74 eingesetzt werden. Ein solcher Uberspannungs- 
ableiter 74 ist jedoch nicht zwingend. 
[0048] Der Ausgang 50 des Netzabschnitts 14 relativ 
geringeren Spannungsniveaus als solcher kann von 
dem Mosfet-Schutzschalter 32 nicht profitieren, so dass 
fur dessen Schutz andere bzw. weitere Mittel vorzuse- 
hen sind. 
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Elektronische Schutzschaltung nach einem der vor- 
hergehenden Anspriiche, 


D 


Drain-Anschluss 






dadurch gekennzeichnet, 
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Gate-Anschluss 






dass der Mosfet (36) uber einen Treiber (60) so an- 


S 


Source-Anschluss 






steuerbar ist, dass er bei fehlender Uberspannung 



45 eingeschaltet ist. 



Patentanspruche 

1 . Elektronische Schutzschaltung (1 0) fur ein mehrere 
elektrische und/oder elektronische Komponenten 
umfassendes, bei unterschiedlichen Gleichspan- 
nungsniveaus betriebenes Netz (12), wobei wenig- 
stens einem Netzabschnitt (14) relativ geringeren 
Spannungsniveaus ein Mosfet-Schutzsch alter (32) 
zugeordnet ist, der einem Spannungsversorgungs- 
eingang (34) des betreffenden Netzabschnitts (14) 
nachgeschaltet ist und einen im umgekehrten Be- 
triebsmodus arbertenden Mosfet (36) mit interner 



7. Elektronische Schutzschaltung nach Anspruch 5 
und 6, 

dadurch gekennzeichnet, 
50 dass der Treiber (60) uber den Uberspannungs- 
sensor (58) so ansteuerbar ist, dass der Mosfet (36) 
bei Auftreten einer Uberspannung abgeschaltet 
wird. 

55 8. Elektronische Schutzschaltung nach Anspruch 6 
oder 7, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der Treiber (60) durch eine von einem Netz- 
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abschnitt (24) relativ hoheren Spannungsniveaus 
abgeleitete Spannung gespeist ist. 

9. Elektronische Schutzschaltung nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Treiber (60) durch eine an einem Span* 
nungsversorgungseingang (52) des Netzabschnitts 
(24) relativ hoheren Spannungsniveaus anliegende 
Spannung gespeist ist. 

10. Elektronische Schutzschaltung nach einem der vor- 
hergehenden Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass dem Netz abschnitt (14) relativ geringeren 
Spannungsniveaus ein Uberspannungsableiter 
(74) zugeordnet ist. 

11. Elektronische Schutzschaltung nach Anspruch 10" 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Uberspannungsableiter (74) dem Mosfet- 
Schutzschalter (32) nachgeschaltet ist. 

12. Elektronische Schutzschaltung nach einem der vor- 
hergehenden Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass der Mosfet-Schutzschalter (32) im Bereich 
des Spannungsversorgungseingangs (34) des 
Netzabschnitts (14) relativ geringeren Spannungs- 
niveaus angeordnet ist. 

13. Elektronische Schutzschaltung nach einem der vor- 
hergehenden Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass der Mosfet-Schutzschalter (32) zwischen den 
Spannungsversorgungseingang (40) und eine in- 
terne Spannungsversorgungsschiene des Netzab- 
schnitts (14) relativ geringeren Spannungsniveaus 
geschaltet ist. 

14. Elektronische Schutzschaltung nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Uberspannungsableiter (74) an die inter- 
ne Spannungsversorgungsschiene (40) ange- 
schlossen ist. 

15. Elektronische Schutzschaltung nach einem der vor- 
hergehenden Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass uber den Netzabschnitt (14) relativ geringeren 
Spannungsniveaus wenigstens eine Last (20) mit 
elektrischer Energie versorgt wird. 

16. Elektronische Schutzschaltung nach Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass zwischen den Mosfet-Schutzschalter (32) und 
eine jeweilige, dem Netzabschnitt relativ geringe- 
ren Spannungsniveaus zugeordnete Last (20) we- 
nigstens ein Lastschalter (42) geschaltet ist. 



12 

17. Elektronische Schutzschaltung nach Anspruch 16, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Lastschalter (42) einen Mosfet (76) mit in- 
terner Inversdiode umfasst. 

5 

18. Elektronische Schutzschaltung nach Anspruch 16 
Oder 1 7, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass der Lastschalter (42) uber einen Lastregler, 
10 ein Steuergerat (44) und/oder dergleichen ansteu- 
erbar ist. 

19. Elektronische Schutzschaltung nach einem der vor- 
hergehenden Anspriiche, 

15 dadurch gekennzeichnet, 

dass uber den Netzabschnitt (24) relativ hoheren 
Spannungsniveaus wenigstens eine Last (22) mit 
elektrischer Energie versorgt wird. 

20 20. Elektronische Schutzschaltung nach Anspruch 19, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass einer jeweiligen, dem Netzabschnitt (24) rela- 
tiv hoheren Spannungsniveaus zugeordneten Last 
(22) wenigstens ein Lastschalter (46) vorgeschaltet 
25 jst. 

21. Elektronische Schutzschaltung nach Anspruch 20, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Lastschalter (46) einen Mosfet (78) mit in- 
30 terner Inversdiode umfasst. 

22. Elektronische Schutzschaltung nach Anspruch 20 
Oder 21 , 

dadurch gekennzeichnet, 
35 dass der Lastschalter (46) uber einen Lastregler, 
ein Steuergerat (48) und/oder dergleichen ansteu- 
erbar ist. 

23. Elektronische Schutzschaltung nach einem der vor- 
40 hergehenden Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass der Netzabschnitt (14) relativ geringeren 
Spannungsniveaus und der Netzabschnitt (24) re- 
lativ hoheren Spannungsniveaus Teil eines uberge- 
45 ordneten Lastreglers, Steuergerats (30) und/oder 
dergleichen sind. 

24. Elektronische Schutzschaltung nach einem der vor- 
hergehenden Anspriiche, 

50 dadurch gekennzeichnet, 

dass das bei unterschiedlichen Gleichspannungs- 
niveaus betriebene Netz durch ein Mehrspan- 
nungs-Bordnetz und insbesondere durch ein Zwei- 
spannungs-Bordnetz eines Fahrzeugs, insbeson- 
55 dere Kraftfahrzeugs, gebildet ist. 

25. Elektronische Schutzschaltung nach einem der vor- 
hergehenden Anspriiche, 
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dadurch gekennzeichnet, 
dass das bei unterschiedlichen Gleichspannungs- 
niveaus betriebene Netz durch ein 14V/42V-Bord- 
netz gebitdet ist. 
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